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Abstract : Letravail présenté dans ce mémoire se divise en deux parties. Dans la premiére partie, nous avons étudié les paramétres
d ‘évaporation de I’ évaporateur MECA2000 acquit dans le cadre du laboratoire ENMC de I université F.Abbas de Sétif. L’ objectif
dans la deuxiéme partie est I’ élaboration des structures Cu/Sb/Si et I’ étude de I’ interdiffusion Cu-Sb dans ces structures. Nous avons
en premier lieu déposé une couche mince de cuivre (Cu) sur une autre couche mince d’ antimoine (Sh), déposée sur un substrat de
silicium Si(100), par évaporation par effet joule. Dans un deuxiéme temps, nous avons étudié a |’ aide de la diffraction des rayons X,
SEM, EDX, la cinétique de formation des diverses phases en fonction des épaisseurs de cuivre et d' antimoine et des températures de
recuit, 200°C et 400°C, sous atmosphere d’ azote et sous vide. Nous avons pu, mettre en évidence la formation de la phase Cu2Sh a
200°C et la coexistence de Cu2Sb et Cu9Sh2 a 400°C. Le traitement thermique a conduit aussi a la formation, a l’interface Cu/Si,
des composés siliciure Cu3Si, ou Cu5Si respectivement a 200 et 400°C.
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